
GC 301* Verwendung: Germanium-pnp-Transistor 
für Treiberstufen, NF-Endstufen mittlerer 

Leistung und als Transistorpaar für Gegen- 
takt-Stufen 

Abmessungen: Bauform A 3/25b, 
TGL 11811 

Masse ® 089g 

Zubehörteile siehe Seite 10 

Zulässige Höchstwerte 

für da = 45°C 
-UCcBo = 32V -"IC = 1,5A 

-UeBo = 10V IE = 06A 
-UCER = 32V -B = 01A 

bei Rı = 50029 %] = 75°C 
-IC = 05A Öa = 65°C 

bei Integrationszeit 

. > D Wärmewiderstand Rıp < 75 -9'0 
Kennwerte für #a = 25°C -5 grd W 

| | | eb Min Typ Max Meßbedingungen verstörkumgs- 

K an yın 
Restströme Masse 

-IcBO | pA 20 yA | -UgB = 6 V 
-ICBO 250M_-Uä-=32v 
-ICEO | 500 A | -UCcE = 6 V 
„ICER 50 uA | 330 pA | -Uce = 32 V, RBE = 500 22 
-IE80 | 6pA 50 pA | -Ues = 10 V 

Sättigungsspannung 

-UCEsat 0,25V | 0,5V -IB = 34 mA, -IC = 500 mA A 
-UCEsat 0,25 V 0,5 V B = 21 mA, -Ic = 500 mA B 
-UCEsat 0,25 V 0,5 V -IB = 14 mA, -Ic = 500 mA C 
-UCEsat 0,25V | 05V | - = 9 mA; -Ic = 500 mA D 

Grenzfrequenz 

fn21e 10 kHz | 15 kHz | -UceE = 2 V, -Ic = 10 mA 

Gleichstromverstärkung 

B [ar ] 00 -UCe = 6 V, -Ic = 50 mA 
B | 18 35 -UCE = 1 V, -IC = 350 mA A 
B 29 55 -Uce = 1 V, -IC = 350 mA B 
B | 45 | 8 | -Uce = 1 V, -Ic = 30 mA C 
B | 72 | -UcCeE = 1 V, -Ic = 350 mA D 



Min Typ Max Meßbedingungen 

Verhältnis der Stromverstärkungen 

7 

Baco 0,5 0,65 | 
BHIIK | 

Pärchenbedingungen 

-UBE 125 mV | 185 mV 
4UBE 10 mV | -UcE = 6 V, -Ic = 5mA 

Als | | 25 -Uce = 6 V, -Ic = 50 mA 
-Uce = 1 V, -Ic = 350 mA | | 

* Die Type GC 301 wird ab 1V/1969 mit ver- 
besserten Kennwerten gefertigt 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor GC 301 B 
der Stromverstärkungsgruppe B 

(Rıni < 40 Y c = 1 A 

Kollektar-Basis-Reststrom als Funktion der Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion der 
Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur 
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Kollektor-Emitter-Spannung in Abhängig- 
keit vom Basisabschlußwiderstand 

Gleichstromverstärkung als Funktion des 
Kollektorstromes 

Kollektorstrom als Funktion der Basis-Emit- 
ter-Spannung 

-=== Grenzwert 

Mittelwert 

f x 
= f B°C 
£29 1 45C 

7 10 

am’ 10 10 10° 10° 

RBE (2) — 

m L TI 
BÜ{ 7V 

1 50 

B 30 

10 

UID' 107 10” 

b (mA) — 

} E E N 50 
/ Y *FfügE) I ,( 

Z / 
'."5J 

10 



Kollektorstrom als Funktion der Basis-Emit- 
ter-Spannung 

Verlustleistung in Abhängigkeit von der 
Umgebungstemperatur da 

Transistoren in ruhender Luft 

1 ohne Kühlfläche 

25= 10 cm? 

35= 30 cm? 

45 = 100 cm? 

5 angenährte ideale Kühlung 

Eingangskennlinien 
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Kollektorstrom als Funktion des Basisstroms “ 200 ‚ 
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Mittlere Ausgangskennlinien 


